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OZET
BIR CIFT C-MAG KATOT DUZENLEMESI VE ILGILI APARATIN KULLANILMASI
ILE ALASIMLARIN VE BILESIKLERIN ES ZAMANLI| OLARAK
PUSKURTULMESINE YONELIK GELISTIRILMIS YONTEM

Bu bulusun belirli érnek diizenlemeleri, déner silindirik plskirtme hedefleri gibi
hedefleri kullanan bir veya daha fazla materyali, bir ydntemi ve aparati igeren bir ince
filmin pUskirtme yoluyla toplanmasina yonelik teknikler ile ilgilidir. Birinci ve ikinci bitisik
puskirtme hedeflerindeki miknatis ban tertibatlan, farkli olarak ydnlendirilir. Miknatis
bari tertibatlarinin farkli konumlandiriimalari, ikinci hedefte bulunan materyalin, birinci
materyale puskirtilmesine veya tam tersine olanak saglar. Birinci ve ikinci hedeflerin
her ikisindeki plskirtme materyalleri dahil olmak (zere, birinci hedef Uzerinde,
materyalin karisimi  ardindan, hedeflerden gelen pusklrtme materyallerinin  bir
karisimini iceren, pUskiirtme yoluyla toplanan ince filmi olusturmak (izere bir substrat

Uzerine pUskadrtiliir.
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iISTEMLER

Bir substrat ile desteklenen bir filmi iceren bir kaplanmig maddenin yapimasina

yoénelik bir yéntem olup, yontem asadidakileri icerir:

birinci ve ikinci déner silindirik plskiitme hedeflerine sahiptir,
birinci puskiitme hedefi, bir birinci plskirtme materyali ve bir
ikinci puskirtme materyalini kapsayan ikinci plskirtme hedefini
icerir,

birinci ve ikinci plskirtme hedeflerinin plskirtilmesi ve burada
ikinci piskurtme hedefinin en az bir miknatis ban yodnlendirilir,
boylece ikinci hedefin plskirtilmesi eshasinda, ikinci hedefteki
ikinci puskurtme materyali, birinci hedefin Uzerine pUskurtdlir ve
birinci hedefin plskirtiiimesi esnasinda, birinci hedefin birinci
piskirtme materyali ve birinci hedefin lzerine puskirtilmis olan
ikinci plsk(rtme materyali, filmi olusturmak (zere bir substrat
tzerinde puskirtme yoluyla toplanir, 6zelligi bir birinci manyetik
alan kuvvetinin, birinci hedefe yénelik olarak saglanmasi ve bir
ikinci manyetik alan kuvvetinin, ikinci hedefe yonelik olarak
sadlanmasi ile karakterize edilmesidir ve burada ikinci
manyetik alan kuvveti, birinci manyetik alan kuvvetine gbre daha

kuvvetlidir.

istem 1'e gdre yéntem olup, ézellidi birinci ve ikinci plskiirtme hedefleri, birinci
ile ikinci paskurtme hedefleri arasinda, hi¢ bir diger puskirtme hedefinin yer
almamasi amaciyla, birbirine bitisik olan bir plskirtme haznesinde
bulundugunda, birinci ve ikinci puskdrtme hedeflerinin  pUskdrtiimesini

icermesidir,

istem 1'e g6re ydntem olup, ézelligi ikinci hedeften piiskirtiilen ikinci pliskiirtme
materyalinin buyik bir bolimuindn birinci hedefe puskirtilmesi amaciyla ikinci

hedefin puskdrtilmesini icermesidir.
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10.

15

istem 1'e gére ydntem olup, ézelligi ikinci hedeften puskirtilen ikinci piiskiirtme
materyalinin en az %30 oranindaki bir bolumdanun birinci hedefe puskartulmesi

amaciyla ikinci hedefin puskartilmesini icermesidir.

istem 1'e gore yontem olup, ézelligi ikinci hedeften puskirtilen ikinci plskirtme
materyalinin en az %40 oranindaki bir bélimdnin birinci hedefe piiskirtilmesi

amaciyla ikinci hedefin piskulrtilmesini icermesidir.

istem 1'e gore yéntem olup, ézelligi ayrica birinci hedefin bir plazma erozyon
bdlgesinin, genel olarak substrata dogru olan bir birinci yéne déndk olarak
yonlendirilmesi ve ikinci hedefin plazma erozyon bdlgesinin, genel olarak birinci
yéne kargl 70-170 derecelik bir a¢i ile konumlanan bir ikinci yone dondk almak
Uzere yonlendiriimesi amaciyla birinci ve ikinci hedeflerin  miknatislarinin

yonlendirilmesini igermesidir.

istem 1'e gore ydntem olup, 6zelligi ayrica birinci hedefin bir plazma erozyon
bolgesinin, genel olarak substrata dogru olan bir birinci yone doénik olarak
ydnlendirilmesi ve ikinci hedefin plazma erozyon bdlgesinin, genel olarak birinci
yone karsi 90-150 derecelik bir a¢i ile konumlanan bir ikinci yéne dondk olmak
lzere yonlendiriimesi amaciyla birinci ve ikinci hedeflerin miknatislarinin

yonlendirilmesini icermesidir.

istem 1'e gore yontem olup, ézelligi ayrica birbirine dik dogrultuda olmak
amaciyla ikinci hedefin bir miknatis bari tertibati ve birinci hedefin bir miknatis

bar tertibatinin yonlendirilmesini icermesidir.

istem 1'e gdre ydntem olup, ézelligi ikinci hedefin bir plazma erozyon bdlgesinin
birinci hedef donuk olmas) ve hirinci hedefin bir plazma erozyon bélgesinin

substrata donlk olmasidir.

Istem 1'e goére yontem olup, dzelligi ayrica ilk olarak hedeflerin bulundugu bir
puskirtme haznesinin bir st gaz girisindeki oksijeni iceren bir reaktif gazin
beslenmesini icermesidir ve burada ikinci piskartme materyalinin, ikinci
hedeften birinci hedef Uzerine puskirtilmesi, birinci hedef Gzerinde ikinci

puskirtme materyalini iceren bir seramik katmani olugturur.



5

16

11.istem 1'e gore yéntem olup, dzelligi filmin, esit miktarda birinci ve ikinci hedef

materyallerini icermesidir.

12.istem 1'e gére yontem olup, 6zelligi ince filmin, ikinci hedef materyaline gére

daha fazla birinci hedef materyalini igermesidir.
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TARIFNAME
BiR CIFT C-MAG KATOT DUZENLEMESI VE ILGILI APARATIN KULLANILMASI
ILE ALASIMLARIN VE BILESIKLERIN ES ZAMANLI| OLARAK
PUSKURTULMESINE YONELIK GELISTIRILMIS YONTEM

BULUSUN ALTYAPISI

Bircok bilesen dahil olmak Uzere, alagimlar ve bilesiklerden yapilan filmler, bazi
durumlarda istenen ozelliklere sahip olacaktir. Bu ozellikler, geride birakilan tabaka
yvigininin mekanik ve/veya kimyasal dayanikhliginin gelismesine yol acabilir. Ancak
bazi durumlarda, uygun bilesime yonelik olarak filmleri uretmek Gzere buylk o6lgekli
Uretimde kullanilabilen tekli pUskirtme hedeflerinin lretilmesi, teknik agidan zor ve

oldukga maliyetli olabilir.

Es zamanh puskirtme, pusklrtme isleminin, filmin bir araya gelerek toplanmasi
esnasinda, iki hedeften es zamanh olarak gergeklestiriimesiyle bu problemleri
asabilecek bilinen bir yéntemdir. Bununla birlikte, belirli durumlarda, konvansiyonel
ybntemler, iki materyalin gergek veya temel karisiminin yerine, tabakanin tabanindan
ast kismina kadar kuvvetli bir sekilde dedisen bir bilesime sahip, bdylk ol¢ude
kademeli bir tabakay Uretebilir. Bunun gelistiriimesi igin, daha genis bir substrat-hedef
mesafesi gereklidir. Bununla birlikte, bu, spesifik olarak dlzenlenen bir toplanma
haznesine ihtiya¢g duyabilir ve daha genis hedef-substrat mesafesi nedeniyle daha

g6zenekli bir filmin elde edilmesine yol acabilir.

Wo 92/01081, cift hedef reaktif puskirtme yoluyla ince homojen filmlerin toplanmasina
yonelik bir ydntem ve bir aparati ag¢iklar, burada bilesim ve plskurtme igleminin
gerceklestirildigi  kaplamanin  kalitesi, her bir hedefin yani sira, miknatislarin
déndurilebilir konumu, her bir hedefin dénme hizi ve elbette hedeflerin temel
materyallerine saglanan farkh katot potansiyelleri araciigiyla ayarlanabilir veya

etkilenebilir.

Bununla birlikte teknikte, materyallerin bir gercek karisimi ile sonuglanacak alagimlar
velveya bilesiklerin piskartilmesi amaciyla, gelismis bir yontem ve/veya aparata

yonelik bir ihtiyag¢ oldugu gdrilecektir.
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BULUSUN KISA ACIKLAMASI

Bulusun belirli, érnek niteligindeki dizenlemelerinde, bir substrat ile desteklenen bir
filmi iceren kaplanmis bir maddenin yapiimasina ydnelik bir ygntem sadlanir, ydntem
bunlar igerir; birinci ve ikinci doner silindirik plskirtme hedefleri, bir birinci pliskirtme
materyalini igeren birinci plsklirtme hedefi ve bir ikinci piiskirtme materyalini igeren
ikinci plskiitme hedefi ve birinci ve ikinci plskiitme hedeflerinin plskirtilmesi ve
burada ikinci puiskiitme hedefinin en az bir miknatis bar, ikinci hedefin plskirtiimesi
esnasinda, ikinci hedefteki ikinci puskirtme materyali, birinci hedefe plskurtiimek
Uzere ydnlendirilir ve birinci hedefin puskirtilmesi esnasinda, ikinci hedeften birinci
hedef Gzerine puskurtilmuas olan birinci hedefin birinci paskdrtme materyali ve ikinci
puskirtme materyali, filmi olusturmak Uzere bir substrat lzerinde puskurtme yoluyla

toplanir. Substrat, belirli drnek dizenlemelerde, bir cam substrat olabilir.

Piiskirtme voluyla toplanan film, blyiik olgiide seffaf olabilir, yalitkan veya iletken
olabilir ve bir cama yonelik olarak bir distk-E kaplamanin pargasi olabilir veya belirli

drnek durumlarda, bir seffaf iletken oksit (TCO) olabilir.

Belirli drnek dizenlemelerde, bir filmi, bir substrat Gzerinde plskurtme yoluyla toplanan
yonelik olarak bir plskirtme aparati saglanir, aparat bunlar icerir; birinci ile ikinci
plUskirtme hedefleri arasinda herhangi dider bir plskirme hedefi olmamak (zere,
birinci ve ikinci bitisik plskiirtme hedefleri, burada ikinci plsklirtme hedefinin en az bir
miknatisini yénlendirilir boylece ikinci hedefin puskartilmesi esnasinda, ikinci hedefteki
puskirtme materyali, birinci hedefe dogru piskurtlir ve birinci hedefin plskartilmesi
esnasinda, ikinci hedeften birinci hedefe puskirtilmus olan ikinei puskirtme materyali
ve birinci hedefin birinci paskuartme materyali, filmi olusturmak Gzere substrata dogru
puskirtalir; ve burada birinci hedefin bir plazma erozyon bdlgesi, genel olarak
substrata yonelik olarak biyik él¢lide normal olan bir birinci yéne ddnlik olmak (izere
yonlendirilir ve ikinci hedefin hir plazma erozyon bdlgesi, biiylik dlglide birinci hedefe
donik olan ve genel olarak birinci ydonden yaklasik 70-170 derece agili olan bir ikinci

yone donlk olmak Gzere ydnlendirilir.

SEKILLERIN KISA AGIKLAMASI
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SEKIL 1, bulusun belifi érnek diizenlemelerine gére ¢ift C-MAG piiskiirtme
hedeflerini i¢eren bir plskirtme aparatinin kesitsel sematik bir gdrinimunu

go6sterir.

SEKIL 2, bulusun diger ornek dizenlemesine gére, ¢ift C-MAG puskirtme
hedeflerini igeren bir pUskirtme aparatinin bir kesitsel sematik gérinimi
gosterir ve bu plisklitme aparatl, istege bagh olarak bir koruma ve istede bagh

olarak gaz giriglerini igerir.

BULUSUN ORNEK NITELIGINDEKI DUZENLEMELERININ DETAYLI AGIKLAMASI

Substratlar (zerinde kaplamalann toplanmasi amaciyla plskdrtme igleminin
kullaniimas) teknikte bilinir. Ornegin ve sinilama olmaksizin, U.S. Pat. Nos.
5,403,458; 5,317,006; 5,527,439; 5,591,314, 5,262,032; ve 5,284,564'e bakiniz.

Kisaca, puskirtmeli kaplama, en az bir gaz (0rnegin, argon ve/oksijen gazi) var olmak
Uzere, bir vakum haznesinde yritilen bir elektrik bosaltma tlriinde bir prosestir. Tipik
olarak, bir paskirtme aparati, bir vakum haznesi, bir gl¢ kaynagi, bir anot ve bitisik
konumdaki bir substrat (6rnedin cam substrat veya dider materyallerden olusan
substrat) Gzerinde bir kaplamanin olusturulmasi amaciyla kullanilan bir veya daha fazla
katot hedefi (sekillerde bulunan 1 ve 2 numaraya bakiniz) icerir. Piskirtme hedefi (1,
2), ic miknatis bari destek borusunu igeren ve bununla iligkili olan bir miknatis bar
tertibatini cevreleyen bir dis doner boruyu igerebilir. Daha oncelikli olmak (izere, bilinen
bazi diizenlemelerde, miknatis ban tertibatinin (5, 6) bir veya daha fazla sayida
miknatis bari, biylk oranda destek borusunun tim uzunlugu boyunca, destek
borusunun alt tarafina baglanir. Belirli érnek durumlarda, miknatis bar ayrica destek
borusunu i¢erebilir. Miknatis "barlan" (5, 8), bu buluga ait bircok diuzenlemede
kullanilirken, bu bulus sinirh degildir ve dider tar muknatislar ("barlar" haricinde)

hepsinin yerine, hedeflerin miknatis tertibatlarinda (5, 6) kullanilabilir.

Bir elektrik gerilimi, katot hedefe (1, 2) uygulandi§inda, gaz, pilskiitme hedefine
miidahale eden, boylece hedefteki pliskirtme materyaline ait partikiillerin, hedefin dis
yizeyini terk etmesine yol acan bir plazmayl olusturur. Bu partikiller, burada bir
kaplama olusturmak tzere substrat Uzerine hicum eder. Dis hedef borusu tipik olarak,

partikallerin, sabit miknatis barlarini dénerek gegerken, buyuk élgide tim ¢evreden
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esit oranda "piskirtilmesi® amaciyla i¢c destek aracihfiyla desteklenen, sabit

miknatislann ¢evresinde ddner.

Materyallerin eg zamanl olarak pUskdrtlilmesi, tekli bir pliskirtme hedefinde, karmagik
metal alasimli materyallere bir alternatiftir. Cift C-MAG doéner silindirik magnetron
piskirtme hedefleri, dOmedin aparatta, bir digerine yakin bir sekilde yerlestirilen iki
puskirtme hedefi kullaniimak Uzere, materyallerin es zamanh olarak puskurtiimesini
gerceklestirebilir. iki hedef boru, hedef borularin igerisinde bulunan sabit miknatis
tertibatlari araciigiyla blyik dlgide gevrelenen plazma boyunca dénebilir. Bagimsiz
olarak c¢alistirilan iki giic kaynadi, es zamanh piskirtmeye yonelik olarak bir cift C-
MAG aparati ile baglantida kullanilabilir. Materyallerin gerekli orani, katotlara farkh

seviyelerin uygulanmasi ve uygun koarumanin gergeklestirilmesi yoluyla ayarlanabilir.

Substrat (izerine agad| ydénde pUskiirtme igleminin yapiilmas) amaciyla oldudu sekilde
hizalanan bitisik plskiirtme hedeflerinin kullaniimasi ile gergeklestirilen konvansiyonel
es zamanl plskiirtme, gergek veya zengin bir karigimin yerine, tabakanin tabanindan
ust kismina kadar kuvvetli bir sekilde dedisen bir bilegime sahip, 6nemli Olciide
kademeli bir tabakanin elde edilmesi ile sonuglanabilir. Mevcut C-MAG katotlarinin ve
katot dizenlemelerinin, farkh bilesenlerin bir araya gelmesi ile olusan daha iyi ve/veya
daha tekli formda bhir kansim iceren daha gelismis, plskirtme yoluyla toplanan

katmanin Uretiimesi amaciyla modifiye edilebildidi sasirtici bir sekilde kesfedilmigtir.

En az bir miknatis barinin bir konumunun (dmegin 6), en az bir veya iki doéner
puskirtme hedeflerinde modifiye edilmesi ile, bilesimin daha tekli bicime sahip bir
karisimi olan, her iki hedeften (1 ve 2) materyali iceren bir film (40) olusturulabilir. Daha
oncelikli olarak, bulusun belirli 6rnek dizenlemelerinde, bir ¢ift C-MAG aparatinda en
az iki doner puskirtme hedefi (1, 2) saglanir. ikinci hedefteki (2) miknatis barlari (6),
konvansiyonel konumundan bir acii konuma (6rnedin birinci hedefe dogru
yonlendirilen; SEKILLER 1 ve 2'ye bakiniz) hareket ettirilebilir, bdylece plazma erozyon
bolgesi (10), ikinci hedef Uzerinde, drnedin blylk 6lc¢lide birinci hedefe yakin veya
direkt olarak ona donuk olan ikinci hedefin tarafi zerinde bir konuma dogru hareket
ettirilir. Bu tdr bir durumda, ikinci hedef (2), direkt olarak substrat (30) GOzerine
uygulamak yerine, buradan, birinci hedef (1) Uzerine vel/veya uUzerinde puskuartilen
hedef materyalin {8) esas bir kismina (6rnedin en az yaklagik %20, daha fazla tercih

edildidi Uzere %30, daha fazla tercih edildi§i Gzere en az yaklasik %40, daha fazla
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tercih edildigi Gzere yaklagik %50 ve mimkin sekilde en az vyaklasik %60)
ayarlanabilir. Birinci hedef (1) donerken, ikinci hedefteki (2) hedef materyal (8), birinci
hedefin kendi hedef materyali {7) boyunca birinci hedef (1) lzerinde olusturulacaktir
(6rnedin blyuk blglde tek bicimli veya farkll bir sekilde). Farkli érnek dilzenlemelerde,
birinci veya ikinci hedeften herhangi birinin modifiye edilebildigi ve baz diger
dizenlemelerde, her iki hedefin modifiye edilebildigi géz dniinde bulundurulur. Birinci
hedefin drnek puskiirtme materyalleri (7), ginko, kalay, silikon, titanyum, zirkonyum,
nikel, krom ve benzerleri gibi materyalleri igerir. Ikinci hedefin (8) drnek piiskiirtme
materyalleri, ¢inko, kalay, silikon, titanyum, zirkonyum, nikel, krom ve benzerleri gibi
materyalleri icerir. Ornegin, bir birinci émek, ginko igeren birinci hedefin plskirtme
materyali ve kalay iceren ikinci hedefin piskartme materyali olacaktir. Diger bir drmek,
silikon igeren birinci hedefin pidskirtme materyali ve zirkonyum, aliminyum ve
benzerlerini igeren ikinci hedefin plskurtme materyalleri olacaktir. Diger bir drnek, bir
veya daha fazla silikon ve zirkonyum iceren hirinci hedefin pliskiitme materyali ve
zirkonyum igeren ikinci hedefin plsklitme materyali olacaktir. Bu hedef materyaller,
omek amagh olarak saglanir. Belidi drnek diizenlemelerde, halihazirda orijinal hedef
materyali ve ikinci hedeften (zerine puskurtilen hedef materyalinin her ikisi ile
kaplanan birinci hedef, en az iki farkli materyalden olugan, blyuk élciide tek bicimli bir
karisimi iceren, pulsklrtme yoluyla toplanan bir ince filmi olusturmak Uzere, hedef
materyalleri, her iki hedeften bir substrat (zerine sirayla plskirtecektir. Bu nedenle,
birinci hedeften plskirtilen karnisik hedef materyaller, cam substrat (izerinde

toplanirken, daha ayrintili bir karisik film (40) olusturacaktir.

Bulugun belirli 6rnek dizenlemelerinde, bir birinci ve bir ikinci hedefteki hedef
materyalleri (7, 8) iceren bir birinci hedef (1), bldylk dlgude tek bi¢imli bir kangik filmi
(40) bir substrat (30) Uzerine puskirtecektir. Bu, pahal olan dnceden karigtirlmig bir
hedefe yonelik gereksinimin azaltlmasi ve mevcut gift C-MAG hedef kurulumu,
hedeflere ait diger kosullar veya agilar blyuk olglide degdistirme ihtivaci olmaksizin
modifiye edilebilmesi (belidi drmek diizenlemelerde, miknatis barinin konumunun
hareket ettiriimesi ile) nedeniyle sasirtici bigimde avantajidir. Aynica, bu durumda, es
zamanh plskirtme yoluyla olusturulan film, hedef materyallerinin, her iki hedeften
hedef materyallerine ait daha esit sekilde daditilan bir kangimi iceren bir filmi
olusturmasi sebebiyle, belirli dmek dizenlemelerde, buyik olcude tek bigimli bir

bilesime sahip olacaktir.
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Diger 6rnege dayali avantaj, film bilesimi icerisindeki hedef materyallerin orani, belirli
omek duzenlemelerde, bir veya daha fazla sayida miknatis barinin konumunun
degistirilmesi yoluyla kolay bir sekilde degigtirilebilir. Bir hedef icerisinde en az bir
miknatis barinin Konumunun degistiriimesinde, buna ait plazma erozyon bélgesi
hareket ettirilebilir ve 6rnegin ikinci hedef, birinci hedefin Uzerine ve/veya ona dogru
dogrudan veya dolayll bi¢imde puskirtmek (zere ydnlendirilebilir. Belirli drnek
dizenlemelerde, en az ikinci ve (glncu plskirtme hedefleri, miknatis barlarinin
konumilarini, materyali, buradan, birinci hedefin Gzerine plUskiitmek amaciyla modifiye

edebilir.

Her bir hedefe, sirasiyla farkli manyetik alan kuvvetleri uygulanir. lkinci (modifiye
edilen) hedef (2) Uzerinde, daha gli¢ll bir manyetik alanin kullanilmasi, ikinci hedefin
(2) plazma erozyon bolgesinin (10), dodrudan substrat lzerinde veya puskurtme
haznesinin duvarlar Gzerindeki asin materyal kayiplan dnlenerek daha dar bir bolgeye
sinidandinlir. Bu diizenleme ayrica, iki hedef (1 ve 2) arasinda daha kisa bir mesafenin
var olmasini saglar. Bu, substrat (30) lzerine dogrudan pusk(rtilen ikinci hedefteki (2)
materyal (8) miktarini azaltabilir ve bdylelikle, birinci hedeften, dogrudan veya dolayli
sekilde substrat (30) Gzerine plskirtilmeden énce birinci hedef (1) Gzerine plskirtilen

ikinci hedefteki (2) materyal miktarini artirabilir.

Belirli drnek diizenlemelerde, hedeflerden en az birinin miknatis barlarindan (6rnegin 6)
en az birinin donmesi ve hareket etmesi ile, bir hedefin, hedef materyalinin blylk bir
bolimind (6rnegdin en az yaklasik %20, daha fazla tercih edildigi Gzere %40, daha
fazla tercih edildidi Uzere en az yaklasik %50 ve en fazla tercih edildigi Uzere en az
yaklasik %60), dogrudan substrat Uzerine uygulamak yerine birinci hedef lzerine
velveya uzerinde toplanmak uzere degistirilebildigi sasirtici bir sekilde kesfedilmigtir.
Ardindan, Gzerinde her iki hedeften materyale sahip olan birinci hedef, materyalleri, bir
film, kaplama veya blyUk &l¢lide tek bigimli bir bilesime sahip bir katmani olusturmak
Uzere cam substrat Uzerine puskurtebilir. Bu bulustaki érnek dlizenlemelerin yukaridaki
aciklamalar, SEKIL 1 ve SEKIL 2'deki dlizenlemelere yonelik olarak gegerlidir. Belirli
Odrnek dizenlemelerde, birinci ve ikinci doner puskirtme hedefleri (1 ve 2), birbirine
bitisiktir, béylece bunlarin arasinda hi¢bir plskirtme hedefi sadlanmaz. Hedeflerdeki
materyaller, filmi {40) olusturmak Uzere substrat {30) Uzerine dogrudan veya dolayh
sekilde puskirtme yoluyla toplanabilir, béylece diger katmanlar, filmin (40) altindaki

substrat (30) Uzerinde bulunabilir.
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SEKIL 1, bulusun bir birinci diizenlemesinin érmegini gosterir. Bu dizenlemede, hedef
materyalin elde edilen pluskiartme yoluyla toplanan filminin (40), birinci hedeften (1)
(hedef materyal 7) ikinci hedefteki materyale orani istege badl olarak ylksek olabilir.
Film (40) blyUk olcide seffaf olabilir ve farkh ornek dizenlemelerde iletken veya
yalitkan olabilir. Daha &ncelikli olarak SEKIL 1, bir diizenleme ile ilgilidir, burada
substrat (0rmegin cam substrat) (30) Uzerinde olusturulan filmdeki (40) materyale (8)
gore daha fazla materyalin {7) bulunmasi istenebilir. ikinci hedefte (2), miknatis barlari
vefveya miknatis bar tertibatini (6) hareket ettirerek, ikinci hedefin (2) plazma erozyon
bblgesi (10) hareket ettirilebilir, béylece SEKIL 1'de gdsterildigi Gizere biyik dlgiide
birinci hedefe {1} dénuktir veya buraya yonlendirilir. Plazma erozyon bélgesinin (10)
substrata (30) dogru yinlendiriimesi yerine, Sekil 1'de gdsterildidi Gzere genel olarak
hedefe (1) dogru yonlendirilir. Ozellikle, ikinci hedefteki (2) hedef materyalinin
plUskirtaldaga ikinci hedefin plazma erozyon bolgesi {10) yonlendirilir, béylece buradaki
materyal plskirtildiginde, bunun énemili bir kismi birinci hedefe dogru ve/veya birinci
hedef (1) Gizerine ydnlendirilir. Belirfli ek diizenlemelerde, SEKIL 1'de gdsterildigi
Uzere substrattan en uzun noktada bulunan hedefin (1) bir st veya Ust/sad kenarina
dogru en azindan kismi bir sekilde ydnlendirilebilir. Alternatif olarak, birinci hedefin (1),
ust/sol taraf veya hedef (1) veya hedefin (1) sad veya sol tarafi gibi diger kisimlarina
dogru yénlendirilebilir. Miknatis barinin veya miknatis bar tertibatinin (6), SEKIL 1'de
gosterildigi Uzere genel olarak birinci hedefe (1) dogru bir yonde acgih olmak (izere
hareket ettirilmesi ile, plazma erozyon bélgesinin (10} ve substratin blylk dlglide aksi
yoninde olan hedefin (1) kenarina dogru yonlendirilecek akisin (12) meydana
getirilmesi amaciyla, akis (12), hedefe (1) dogru dolayli bir yol iizerinden ilerleyecek ve
akigin (12) az bir kismi hedef (1) Gzerine ulagacaktir. Buna uygun olarak, bunun gibi bir
duzenleme, hedef materyalinin konsantrasyonunun yiksek olmasi istendiginde, ikinci
hedefteki (akis (12)) daha az hedef materyal (8), hedef (1) Uzerine ve dolayisiyla
substrat (30) lizerindeki filme (40) ulasacaktrr. istege baglh bir koruma (50), dodrudan
ikinci hedeften (2) substrata dogru dusebilen en az bir miktar hedef materyalinin
yakalanmasi ile substrati {30) kontaminasyondan korumak amaciyla kurulabilir. Bulusa
ait bu ve diger diizenlemelerde, teknikteki normal 6zelliklerden biri, ikinci hedefteki 88)
hedef materyalin (8) 6nemli bir kisminin, substrat (30) (zerine, birinci hedef (1)
vasitasiyla dolayll sekilde ulasacagdr durumda, ikinci hedefteki (2) bazi hedef
materyallerin (8), ilk olarak birinci hedefe (1) baglanmaksizin, substrat zerine

ulagabildigi anlagiimistir. SEKIL 1'de gdsterilen miknatis bari tertibatlarinin (5 ve 6) her
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biri, bir destekleme elemani ile desteklenen buylk blgide paralel G¢ miknatis barina
sahip olacak sekilde gdsterilir (miknatis barlar, SEKIL 1'de, sayfanin i¢i ve disina
uzanir); bununla birlikte, bu bulug, simirh degildir ve herhangi bir uygun sayida miknatis

barl, bu bulusun farkll dlizenlemelerinde, her bir hedefte {1, 2) saglanir.

Dolayisiyla, SEKIL 1, dogrudan her iki hedeften (1, 2) olmak {izere, tim hedef
materyallerin (7, 8) es zamanl olarak bir substrat {(30) Uzerinde toplanmasinin yerine,
ikinci hedefteki (2) bazi hedef materyallerin (8), birinci doner hedefin (1) arka kisminda
toplandigi bir durumu gosterir. Dolayisiyla, birinci hedefteki (1) birinci hedef materyali
(7), ikinci hedefteki (2) materyal (8) ile kontamine edilir ve/veya alasimlanir. Birinci
hedef (1) Gzerinde toplanan materyaller (7 ve 8), substrata {30) dodru velveya ona
dénuk olacak sekilde ydnlendirilen birinci hedefin (1) plazma asinma bolgesine (9)
ulastiginda, her iki materyali iceren bir film (40), substrat Gzerinde pUskurtme yoluyla
toplanir. Bunun, sasirtic bir sekilde, ilgili hedeflerdeki tim materyaller, dogrudan
substrat Uzerinde toplandijinda, konvansiyonel durumlar ile karsilastinimasi halinde,

filmde (40) iki materyale (7 ve 8) ait daha gelismis bir kansim sagladigi kesfedilmistir.

Belirli 6rnek dizenlemelerde, drnedin materyalin (7), nihai filmdeki (40) materyale (8)
istenen orani ylksek oldugunda, hedefin (2) miknatis barlarinin (6) konumu, hedefin
(1) miknatis barlarmin (5) kenumu ile birlikte blylik oranda genis bir agi olusturabilir.
Belirli érnek dizenlemelerde, miknatis ban (5) bliylk dl¢ide substrata (30) dogru
déniikken, miknatis barlari (6), SEKIL 1-'de gdsterildigi (izere biiyiik dlglide hedefe (1)
dogru ddnuktar. Bir eksenin, miknatis barinin (5) kenarlarindan uzanan bir ekseni
kesmek Uzere, miknatis barinin (6) kenarlanndan uzanmis olmasi halinde, bu, 90
dereceden daha buylk bir aciyr olugturur. Belirli drmek dizenlemelerde, birinci hedefin
plazma erozyon bdlgesi (9}, buylk dOlglde substrata dogru dénuktir, burada ikinci

hedefin (2) plazma erozyon bolgesi (10), buylk olglide birinci hedefe dogru donuktir.

SEKIL 1'e refere edilerek, drnedin, hedefler, SEKIL 1'de gdsterildigi lizere kesitsel
olarak gdosterildiginde, hedeflerin miknatis barlari, birinci hedefin plazma erozyon
bolgesinin (9) (materyalin puskirtildiigli konum), blylk dlglide substrata (30) dogru
bakan ve ya arti/eksi yaklasik 20 derece ile substrata dodru bakan, daha fazla tercih
edildigi Uzere arti/eksi yaklasik 10 derece ile substrata bakan bir birinci yone dogru
dénuk olmak tzere duzenlenebilir; ve ikinci hedefin (2) plazma erozyon bdlgesi (10),

birinci yénden yaklasik 70-170 derece aciyla, daha fazla tercih edildigi Uzere yaklagik
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90-150 derece aciyla ve en ¢ok tercih edildi§i Uzere yaklasik 20-140 derece aciyla
olmak lzere bir ydne bakmak amaciyla diuzenlenebilir. Belirli érnek dizenlemelerde,
istege bagh bir koruma barn veya plaka (50), hedefe (1) ulasmadan substrat zerine
dusen hedefteki (2) en azindan bazi hedef materyalleri (8) yakalamak Uzere hedef

altinda kurulabilir,

Diizenleme, plazma erozyon bdlgesini (10) biylik élglide, materyali genel olarak birinci
hedefe(1) dogru plskirten bir konuma sinidandiran hedefin  (2) manyetik
dizenlemesinin {manyetik bar tertibati (6)) dondirtlmesi ile kolay bir sekilde elde
edilebilmesi nedeniyle dzellikle avantajlidir. Modifiye hedefin miknatis bar tertibati (6),
filmde istenen hedef materyallerin oranina bagh olarak, 0'in biraz Gzerinden yaklagik
180 dereceye kadar herhangi bir yerde déndurllebilir. SEKIL 1'deki dizenlemede,
miknatis bari (6) orijinal bir sekilde, miknatis barina (5) yonelik olarak gosterilene
benzer bicimdeki bir konumda olabilir ve belifli érnek dizenlemelerde, SEKIL 1'de
gosterilen diizenlemeyi elde etmek amaciyla, saat yoninde olmak (zere, yaklasik 70-
170 derecede, daha fazla tercih edildigi (izere yaklasik 90-150 derece ve en ¢ok tercih
edildigi GOzere vaklasik 90-140 derece dondurdlebilir. Miknatis bari bu sekilde
dondirildiginde, filmin  (40), nihai bilesiminde elde edilebildi§i Uzere, hedef
materyalden (7) hedef materyale olan orani yiksek olacaktir. SEKIL 1'de gdsterilen
dizenleme, drnek diizenlemelerde dzellikle avantajlidir, burada materyalin (7), filmdeki
(40) materyale (8) istenen orani ylksektir, oranlar, gi¢ farkliliklarin yani sira ayni
zamanda ikinci hedef (2} (izerindeki erozyon bdlgesinin (10) ayarlanmasi ile saglanir.
SEKIL 1'de gosterilen diizenleme, borularin nispeten birbirine yakin oldugu mevcut C-

MAG puskirtme haznelerinde mimkianddr.

Bu nedenle, SEKIL 1'de, miknatis barina (5) bagh miknatis barinin (6) konumunun
ayarlanmasi ile, doner hedeflere sahip bir konvansiyonel gift C-MAG, mevcut bulusun
belirli 6rnek dlizenlemelerine gore, ¢ift plsklrtmeli tertibata degistirilebilir. Miknatis
barlari (5) ile miknatis barlan (6) arasindaki agi, plazma erozyon bdlgesinin (10)
istenen konumu ve materyalin (7) filmdeki (40) materyale istenen agranina bagh olarak

ayarlanabilir.

Belirli érnek dizenlemelerde, akis (11) (hedef materyalleri (7) ve substrata (30)
dusenleri icerecektir), puskurtme yoluyla toplanan filmde (40) oldugu tzere materyalin

(7) materyale (8) orani bakimindan buyilk él¢lide ayni olacaktir.
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SEKIL 2, diger érnek diizenlemeye ait bir kesitsel sematik gérinimdir. SEKIL 2'deki
referans numaralan, SEKIL 1 ile baglantili olarak yukanda aciklanan benzer parcalari
temsil eder. SEKIL 2'de gdsterilen dizenleme, drnedin materyalin (7) materyale (8)
olan dusuk veya daha fazla oraninin filmde (40) istendigi lzere kullanilabilir. Daha
oncelikli olarak, daha esit miktarda veya daha fazla hedef materyalinin (8) (hedef
materyali (7) ile karsilastirildigi Gzere), nihai filmde yer almasi istendiginde, 6rmegin

SEKIL 2'de gdsterilen diizenleme kullanilabilir.

SEKIL 2, hedef materyalinin, ikinci hedeften (2) birinci hedef (izerine (1), daha fazla
olmak Uzere direkt olarak toplanmasim gosterir. SEKIL 2'deki diizenlemede, hedeflerin
miknatis barlari, birinci hedefin (materyalin piaskirtdldigi konum) plazma erozyon
bolgesinin {9), buyuk olglde substrata (30) dogru bakan bir birinci yone dénuk olmak
Uzere diizenlenmesi (birinci, direkt olarak blyik ol¢lide substrata dik dogrultudadir); ve
ikinci hedefin (2) plazma erozyon bdlgesinin {10) birinci yéonden yaklasik 90 derece
agidaki bir yone donik olmak Uzere diizenlenmesi amaciyla yonlendirilir. Miknatis
barinin (6) konumlandinimasinin, SEKIL 2'de bulunan diizenlemedeki miknatis barinin
(5) konumlandiriimasina gére bulyik dlclide dik dogrultuda olmasi nedeniyle, plazma
erozyon bolgesi (10) ve hedeften gelen (2) akis (12), blyuk dlglide dogrudan olmak
tzere hedefe (1) dodru yonlendirilir, bu, daha fazla akis ve dolayisiyla hedeften (2)
gelen ve hedefin (1) lizerine ulasan daha fazla hedef materyalinin (8) elde edilmesi ile
sonuglanir. Bu nedenle, hedef (1) (izerinde, hedef materyalinin (8) konsantrasyonu,
plazma erozyon bolgesinin, hedefe (1) yonlendirimemis olmasi halinde, olacagi
halinden daha yiiksede erisecektir. Yeniden, istege badl koruma bar veya plakasi
(60), ikinci hedeften (2) direkt olarak substratin (3C) Uzerine dusen, ikinci hedefteki
materyallerden (88) en azindan bazilarini engellemek (izere kurulabilir. SEKIL 2'deki
diizenleme, SEKIL 1'de gosterilen sekil ile karsilastirildiginda, cam substrat (30)
izerinde toplanan materyalin (8) miktaninin artmasi ve dolayisiyla, SEKIL 1'deki
dizenleme ile karsilastinldiginda, materyalden (7) filmdeki {40) materyale oranin daha

disUk olmasi ile sonuglanabilir.

SEKIL 2'de oldugu lzere belirli émek dilzenlemelerde, ézellikle materyalden (7) nihai
kaplamadaki materyale (8) istenen aran duguk oldugunda, hedefin (2) miknatis barinin
(6) konumlandinimasi, hedefin (1) miknatis barnin (5) konumlandirimasina goére

biylk dl¢lide dik dodrultudadir. Belirli 6rnek dldzenlemelerde, miknatis bar (5)
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substrata (30) dogru dénik olabilirken, miknatis barlan (6), biyik olcide dik
dogrultudadir ve hedefe (1) dénuktur.

Burada belittildigi ve SEKILLER 1-2'de gdsterildigi lizere miknatis barinin (5 ve 6) ve
mevcut katotlar Gzerinde konumlandinimasinin, tekli bir AC gl¢ kaynad ile
isletildiginde dahi, her iki boru (zerinde blylk 6lglide sabit bir plazma bosaltimini
sagladidi kesfedilmistir. Bununla birlikte, tekli bir AC glic kaynadi gerekli degildir.
Bunun yerine iki glic kaynagi kullanilabilir. Bu bulus, tercih edildigi Gizere AC pulskirtme

islemine veya alternatif dizenlemelerde DC puskirtme islemine uygulanabilir.

SEKILLER 1-2'ye refere edilerek, farkh manyetik alan kuvvetleri, hedef (2) karsisinda
hedefe (1) ydnelik olarak kullanilir. Hedef (2) Uzerinde daha glgll bir alanin
kullanilmas), plazma erozyon bdlgesini (10) daha dar bir bolgeye sikistirabilir ve
dolayisiyla hazne duvarlarinin karsilasabilecedi asiri materyal kayiplarini engelleyebilir.
Bu, hedef (2)/borunun (4) igerisinde glgll bir manyetik alan olmasi durumunda,
plazma, hedefe (2)/boruya (4) daha siki olarak baglanabilir, hedef (1) ve hedef (2)

arasinda daha kisa bir mesafenin olmasina olanak sadlar.

Burada agiklanan yontemler, iki hedef materyalin, iletken metaller veya yan iletkenler
oldugu alasimlarin yani sira, her iki hedef veya hedeflerden birinin, (¢li bilegimler ve
va iki elementten fazlasini igeren bilegikleri olusturmak lizere halihazirda alagimlardan

yapildig durumlara uygulanabilir.

Ornegdin ve sinirlama olmaksizin, bir film (40) (oksitlenmis veya oksitlenmemis olabilir)
olarak, bir nikel krom titanyum alagimi olugturmak Gzere, bir nikel krom alagimli hedef
materyali (8), birinci ddner hedefe ydnelik olarak boru (3) Uzerinde kullanilabilir ve
titanyum hedef materyali (8), ikinci déner hedefe yonelik olarak boru (4) Uzerinde
kullaniabilir. Diger dmek, dayaniklihk ve stabiliteyi artirmak (zere kuglk miktarlarda
titanyum, nikel ve /veya zirkonyum katillan gimisu icerebilir. Bu materyaller yalnizca
omek teskil etmek amaciyla sadlanir ve sinirlandirici olarak yorumlanamaz. Hedef
materyaller (7, 8), bu bulusun farkli 6rnek diizenlemelerinde metal veya metal oksit
olabilir.

SEKILLER 1 ve 2'de aciklanan diizenlemeler, ¢oklu bilesige sahip nitrit ve/veya oksit

olusturmak zere reaktif bir plsklrtme prosesinde kullanilabilir veya kullanilamayabilir.
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Reaktif bir pUskirtme prosesinde, bir reaktif gaz (6rnedin oksijen velveya nitrojen),
herhangi bir veya tim gaz girislerinde (21, 22 velveya 23), elde edilen filmin (40)
bilesiminin, daha kesin bir sekilde kontrol edilmesine olanak saglayabilen, muhtemelen
argon gibi etkisiz bir gaz ile birlikte, hedef borularn Ustl veya altindan birinde
uygulanabilir. Plazma bosaltiminin, yalnizca substrata yoneltilen her iki borudan
gerceklestigi konvansiyonel reaktif proseste, reaktif gaz blylk odlgide, tamamiyla
borular ile substrat arasindaki dar boslukta tuketilir. Gazin stten veya alttan beslenip
beslenmemesi, genel stabilite izerinde yalnizca kiiglk bir etkiye sahip olabilir. Normal
bir reaktif proseste, bir "gecikme" etkisi gorllebilir, burada bu etki, ylksek reaktif gaz
basinclarinda, reaksiyon dgeleri ile tamamiyla kaplanan bir hedef yizeyi arasinda hizli
ve kendiliginden geligen bir gecisi ve hedefi, dusik reaktif gaz basin¢larinda reaktif
bilesiklere kargl temiz tutmak Gzere erozyonun gugld oldudu bir durumu igerir. Elde
edilen filmler bu nedenle, hedef materyalleri agisindan zengin olabilir veya asin reaktif
gaz icerebilir. Bu, stoikiometrik filmlerin tamamiyla reaktif bir proseste elde edilmesini

zorlastinr (drnegin bir metalik kalay hedef ile kalay oksidin piiskirtilmesi).

Plazmanin hareket ettiriimesi ve dolayisiyla bu bulugun belirli 6rnek dizenlemelerinde
belirtildigi (zere (SEKILLER 1-2), hedefin (1) reaksiyon bélgesinden uzakta olan
hedefin (2) reaksiyon bdlgesi, bosaltim haznesinin Gst kismi ile esas substrat bolgesi
arasinda daha dik reaktif bir gaz gradyani olusturulmasini sadlar. Ayrica, nitrojen ve
oksijene sahip farkli materyallere yonelik reaksiyon orani farklidir ve dolayisiyla hedefin
(1) ylzeyindeki gecis, hedefteki (2) gecise gore farkh bir reaktif gaz basincinda
gerceklesir. Bu durum, ayrica oran ve gazin, Ust (21 ve 22) ve alt (23) gaz giriglerine
verildigi yontemin yani sira iki boru/hedef arasindaki gic¢ orani ile kontral edilebilen

daha kademeli bir genel gecise neden olur.

Bu bulusun diger ornek dizenlemesi, reaktif gazin {ornedin cksijen ve/veya nitrojen) ilk
olarak (st girislerden (21 ve/veya 22) beslenmesini igerir. Bu, hedefin (1) ylzeyi/dis
borusu (13) uUzerinde toplanan materyalin bir seramik katmaninin elde edilmesine yol
acar. Dolayisiyla, hedeften (1) substrata (30) dodru bosaltiim, esas olarak seramik
materyal ile yapilmis olan bir hedefe oldukga benzer. Belirli drnek dizenlemelerde, bu
yBntem, iletken oksit filmlerin (6rnedin, ITO veya Al-katkih ZnO) (40) veya alternatif

olarak yalitkan filmlerin (40} toplanmasi amaciyla kullanilabilir.

Belirli &rnek diizenlemelerde, her iki hedef materyal {7, 8) metalik bir alagimdan
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yapilabilir. Ornegin ve sinilama olmaksizin, metalik alasim, indiyum kalay veya ginko
aliminyum igerebilir. Ust kisimdaki gaz girislerinden (21 ve 22) hedefe {1) dogru yeterli
reaklif gaz ile birlikte puskirtme hedefi (23, hedefin (1) dis borusu/ylizeyi (13) lzerinde
bir oksit katmani olusturabilir, bu ardindan, bir seramik oksit hedefinde oldugu (zere
substrata (30) birakilacaktir. Bu durumda, alt gaz girisi/takviye noktasi (23), genel
olarak kugik oksijen akiglarina sahip seramik hedeflerde gergeklestirildigi izere, geri
kalan oksijeni dengelemek lzere kullanilabilir. Seffaf iletkenlerin toplanmasi, metalik
hedeflerdeki toplanma, stabil olmadijindan ve kontrol etmesi zor oldugundan, tipik
olarak, pahali seramik hedeflerin kullaniimasi ile gerceklestirilir. Dolayisiyla buna gdre,
bu bulusun belirli érnek dizenlemelerinde toplanma ydntemi, seramik hedeflerden
gorilen proses stabilitesi ile birlikte metal hedeflere ait maliyet avantajlanini kombine
edebilir. Bununla birlikte, hedefler ve hedef materyallerinin her ikisi ayrica, bu bulugun
diger ornek duzenlemelerinde, oksijenin, hedeften kurtanimasinin hemen ardindan

hedef materyalleri ile reaksiyona girmesi ile metalik olarak kalabilir.

Bu bulusun beliri 6rnek dizenlemelerinde olusturulan film (40), bu bulusun belirli
duzenlemelerinde, yaklasik 99:1 ila 50:50 (50:50, 1:1 olmak (zere) arasinda degisen
bir oranda hedef materyalleri (7 ve 8) icerebilir. Dijer drnek diizenlemelerde, film (40),
arada bulunan tim alt araliklar dahil clmak Uzere, hedef materyalin (7) hedef materyale
(8) olan yaklagik 75:25 ila 25:75 arasindaki bir oranini igerebilir. Film ayrica, belirli
omek diizenlemelerde oksijen ve/veya nitrojen igerebilir. Bununla birlikte bu bulus
sinirh degildir ve hedef materyale yonelik istenen herhangi bir oran elde edilebilir. Buna
ek olarak, diger drnek diizenlemelerde, istenen herhangi bir oranda olmak Uzere, ikiden

fazla hedef materyal ve ikiden fazla hedef kullanilabilir.

Bulus, halihazirda en pratik ve tercih edilen dizenleme olarak dustnulen durum ile
baglantih olarak agiklanirken, bulusun, agiklanan dizenlemeler dahilinde sinirh
olmadid, aksine, ekli istemlerin kapsami icerisinde dahil olan gesitli modifikasyonlar ve

esit dizenlemeleri kapsamaya yonelik oldugu anlagilacaktir.
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